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量子デバイスの電荷・波動・スピン物性 
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成長薄膜断面の原子像 

微細加工により形成した量子
デバイス(量子ドット) 

応用: 量子情報, スピントロニクス, 太陽電池，など 

薄膜成長 微細加工 

超伝導-スピン軌道相互作用系複合デバイス 
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